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摘要(译)

本发明涉及一种QLED显示面板，包括TFT阵列基板和TFT阵列基板上的
多个像素结构。像素结构包括沿着背离TFT阵列基板的方向依次堆叠的
第一电极，空穴传输层（HTL），发光层（EML），电子传输层（ETL）
和第二电极。 EML包括分散在有机溶剂材料中的有机溶剂材料和量子点
（QD）材料，以及在静电激发条件下发光的QD材料。此外，本发明还
涉及QLED显示面板的制造方法，其中像素结构的QD发光层通过涂覆工
艺形成。
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